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MEMORIA DESCRIPTIVA
para  goliclitar
PATENTE DE INVENCIOR
en
ESPANA
por VEINTE afios
& nombre de GEORG FISCHER AKTIENGESELLSCHA¥YF, entidad suiza,
establecida en Schaffhausen,Suiza, por:

"PROCEDIMIENTO PARA EL DESCASCARILLADO DE SEMIPRODUUTOS“

El presente invento se refiere a un procedimiento para
el descascarillado de semiproductos, en particular de materia-
les laminados, por ejemplo, chapas y flejes de hierro.

Es ya conocido el hecho de descascarillar, p.e. fle-

5 jes con ayuda de méquinas de chorro y someterlas gesuldamente
g un proceso de laminacién en frfo.
Entonces se comprobd que durante la laminacidn en frfo se for-
ma una cape de suciedad de color gris oscuro. Esta capa produ-
ce tonalidad oscura sobre las bandas, por lo que resulta du-—

10 dosa la iransformacién ulterior.
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La causa de este ensuciamiento se atribuye a que
por la proyeccidédn del chorro sobre el material laminado se
deposita polvo, compuesto de particulas de cascarilla de
hierro que, en el tren de laminacidn en frfo, se mezclan con
el 1fquido de laminacién formendo wuna pasta untuwosa. Por eso
se intentd descartar este inconveniente mediante un proceso de
limpieza de los flejes entre el procedimiento de proyeccidn
de chorro y el proceso de laminacidén en frfo, p.ej. mediante
un cepillado, lavado con chorro de agua a alta presién o lim-
pieza bajo la accién de ultrasonido. o se pudo conseguir asi
ninguna eliminacidn completa del ensuciamiento despuds de la
laminacién en frfo. Por lo tanto era indispensable un decapado
posterior en lugar del proceso de limpieze mécanica. La tenden-—
cia a eliminar completamente las instalaciones de decapado en el
taller de laminacién condujo a desarrollar un procedimiento de
limpieza para la elimiancién de la cascarilla en los semiproductos,
el cual descarte el decapado posterior y elimine el ensucismiento
durante la laminacidén en frio.

Se conocen también travajos encaminados a quitar la
suciedad proyectando un chorro sobre el fleje con un gngulo in-
clinado. Sin embargo este método, todavfa no ha dado ahora nin-
gin resultado satisfactorio.

Por medio de ensayos se comprobd que en el descasca—
rillado sexmin el procedimiento de proyeccidn quedan peguefios
restos de cascarilla unidos a la banda laminada, los cuales
no pudieron ser eliminados en la limpieza subsisuiente y durante
la laminacidén en frfo son frotados con el polvo suelto adherido
de cascarilla y hierro procedente del chorro proyectado y jun-
tamente con el liquido de laminacidn, forman sobre los cilindros

v el material laminado la pasta negra unutosa,
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El procedimeinto segin el presente invento se diferen—
cia de los procedimientos enpleados hesta ahora por el hecho
de que entre un descascarillado mécdnico en sf ya conocido y
la confofmacién en frfo por laminacidn se lleva & cabo un re-
cocido en atmdsfera reductora.

El descascarillado mecdnico, el cual es aplicado como
primera fase del presente procedimiento, se puede realizar se-
gén distintos métodos conocidos. Es posible realizar el descas~
carillado por medio de descascarilledoras, las cuales conducen
el material a laminar entre cilindros de didmetro relativamente
pequefio, cepillos metalicos o con mdquinas de chorro proyectado,
las cuales lanzan granalla de acero a gran velocidad sobre el
material a laminar. Antes de llevar la pieza & laming & un horno
de recocido se puede quitar la cascarilla desprendida de la
nisma mediante una limpieza en bruto con cepillos o chorro de
agua. El horno de recocido necesario para el presente procedi-
miento tlene que estar provisto de dispositivos para que se pue-
da llevar a cabo el recocido en atmésfera reductora. Para ello
se introduce en el horno un gas protector durante el tiempo
que dura el recocido. Como gas protector es aplicable entonces

una mezcla de nitrdgeno e hidrdgeno, p.eje. en la relacién de
75% Np ¥ nftrégeno, hidrégeno, mondxido de carbono § 25% Hy ¥
anhfdrido carbénico, p. eje. en la relacidn de 10 - 203 Ho,

& - 14% GO, 3 - 7% CO,, resto Npe Segdn sea el efecto reductor

exigido se pueden mezclar los citados gases. Por supuesto tam-
bién se pueden agregar otros gases al gas protector o emplear
gases completamente distintos para este fin.

El recocido reductor del material a laminar se realize
convenientemente en un horno continuo a tumperaturas entre 600

y 10008C, Pare ello se pueden emplear hornos de recocido de ti=-
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po ya conocido. Pero tembidn es concebible el utilizar para
esta Tase del procedimiento un dispositivo gue caliente un ma-
terial a laminar electricamente mediante alta frecuencia. Como
quiera que el resto de cascarilla rodavie adherido a dicho
meterial e laminar se halla dnicamente en la superficie del
mismo, basta un calentamiento de la superficie de la pieza a
laminar, lo cual es posible con gran exactitud, principalmente
en el recocido a alta frecuencla, en lo gque respecta a la pro-
fundidaed y marcha de la temperatura. El recocido del magerial
2 laminer en etmésfera reductora tiene que realizarse haste
que todos los restos de cascarille queden reducidos & hierro .
La reduccién tiene que abarcar todos los éxidos del hierro,
p.ej. Feo304 y TeO,

Se pudo comprobar que en los semiproductos que
fueron descascarillados segin el presente procedimiento no exis-
tfa ya ninguna cepa de suciedad despuds del proceso de laminacidn
en frio . Por consiguiente se pueden elaborar pfoductos lami-
nados brillantes sin ninguna limpieza especizal posterior de los
semiproductos descascarillados. En particular ya no es nece-
sario el tratar por decapado ulterior las bandes descascari-
1lladas mecdnicamente. Con ello se semplifica el trabajo en el
teller de laminacién y se ahorran gastos suplementarios pare
la limpieza posterior despuds del tratamiento por chorro.

En el recocido reductor es sabido que a bajas tempe-
raturas, la reduccién se desarrolle mds despacio. Cuanto més
alte es le temperature tanto mds deprisa tiene lugar la redu-
ccibén. Este hecho fud estudiado con relacién al recocido de se-

miproductos mdé detemidamente, p. eje. para meterial a laminar,

en atmésfera reductora entre el descescarillado mecdnico y la

conformacidn en frfo por laminacidén. Se comprobd con ello que
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la reduccidn de los éxidos de hierro (capas de cascarilla) a
hierro tiene lugar bruscamente & una temperafura de 850 -~ 900%,

Durante los ensayos, el calentemiento de los semipro-
ductos se hizo en una atmésfera recductora, con el fin de poder
determinar el tiempo necesario de accién de la atmésfera reduc-
tora a determinadas temperaturas. Despuds de alcanzar estas
temperaturas se sustituyé la atmésfera de gas protector por la
atmésfera reductora, y se midid su tiempo de accién. A la
mencionada temperstura de 850 - 9002 resulté que el necesario
tiempo de amccidn de la atmbsfera reductora asciende a menos de
un segundo.

Para el servicio préctico de una instalacién descag—
carilledora se saca de ahf la consecuencia que précticamente
no es necesario ningin tiempo de espera de la temperatura fi-
nal para efectuar totalmente la reduccién de la cascarilla u
éxido de hierro a hierro, y ello especialmente porque en
las instalaciones utilizadaes en la prdctica, el calentamiento
de las piezas a laminar se hace ya en atmésfera reductora,
por lo que la reduccidn se realiza ye en parte durante dicho
calentamiento. Al llegar a la temperatura final de 850 = 9009C
ha terminado ya la reduccién de los 8xidos de hierro . For lo
nismo, despuds de alcenzar la temperaturs final se puede em-
pezar inmediatamente con el enfriamiento. Este tiene que ha-
cerse agimismo en gas protector con el fin de evitar la oxida-
cibn.

El calentamiento de las piezas a laminar puede tener
lugar muy deprisa, ya que prdcticamente sélo hay que cuidar
de que llegue & la temperatura final,

Como agentes reductores se pueden emplear los gases

antes citados o tambidn sustancias sélidas. Intre los agentes
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reductores gaseosos hay que mencicnar Hp, C0,CO0 + Wy, CHy o

mezclas de estos gases. ds ecencinl entonces que estos gases
tengan el menor contenido posible de Oy, CO2 § Hz0. Como agentes
de reduccibn sdélidos hey que emplear meterias conteniendo C de
grano fino, p.ej. carbén vegetal o coque. El tamafio de greno

de estas materias tlene que escogerse ventajosamente por debajo
de tres milfmetros.

Para el calentamiento de le banda a descascerillas
en el procedimiento continuo, se puede conectar la misma con
dos uniones a un transformador de caldeo, o bien se hace el
czlentamiento medimnte un elemento de resistencia, en cuyo caso
se emplea el agente de reduccidn, p. ej. carbdn, como elemento
de resistencia. El cervén consumido durante la reduccidn se re-
pone continuemente.

En la técnice se ha empleado ya carbono como medio
reductor para diferentes procedimientos, por ejemplo pare proce-
sos de refundicidn y en el proceso de horno alto. Por razones
de seguridad, los mencionados gases reductores requieren la
incorporacién de un gas protector. Pero cuando se emplea un
horno continuo es8 necesario que el mismo sea provisto de una
compuerte por la entrada y le salida del material a laminar
para evitar que se escapen los gases reductores aasf{ como los
gases protectores. fstos dispositivos adlcionales no son nece-=
sarios cuando se utilizan materias de reduccidn sélidas.

El procedimiento de descascarillado segdn el invento
podrfa utililarse no sélo en productos que se leminan en frio
posteriormente, sino también para aquéllos que se someten a un
porceso de estirado. En lugar de chapas y flejes, podrfen descas-

carillarse también alambres, perfiles de hierro y similares con

arreglo al nuevo procedimiento.
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Esta solicitud, que corresponde a la presentada en

Suiza, el 10 de Hoviembre de 1.958,

bajo el ndmero 65981l para

los puntos l- 4, se acoge a los beneficios del artfculo 51 del

vigente Estatuto sobre Propiedad Industrial

NOTA

Los puntos de invencién propia y nueva, que se pre-—

sentan para que sean objeto de esta Patente de Invencidén en

Espefia, por VEINTE afios, son los siguientes:

l2.,- Procedimiento para el deascascarillado de semi-

productos, en particular materiales de leminacién, p.ej. de

chapas y flejes de hierro, caracterizado porque entre un descasg-

carillado mecdnico en sf conocido y la conformecién en frfo por

lemined én se lleve & cabo un recocido en atmésfera reductora,

28,- Procedimiento seain

reivindicacidén 1, caracte=-

rizado porque la atmbsfera reductors se compone de una meucle

de hidrdgeno y nitvdgeno (757 Ko ¥

€,~ Frocediniento sestn
sece vorque l=z ztrdsfera reductore
Lidrbzeno, ritrdseno v muofido de
2-7% CCoy resto Eo)e

42,~ Procedimiento gein

25% Ho ).

(2N

veivipdicacilr 1, cerectori-
ge cowycre de vra pezcle de
carbono (1C-2¢7" Hp, O-14)% 20,

reivindicacidn 1 , caracto-

rigado porgue 6l recdoido. se hace en atmésfers. réductore por

calentamiento & altea frecuencia,

52.~ Procedimiento sexin reivindicacién 1, caracteri-

wado porque el wecocido consiste exclusivemente en un rdpido

calenteriento haste £5C -0CC¢ gin ringdn tiempe de esvpera pro-

piarcnte dicho.

62,~ Ihocediiento segin reivindicacién 5, caracte-

v T -
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rizado porque se emplean materias reductoras sélidas.

L6 ";‘l‘

T72,=~ Procedimiento segin reivindicacién 6, caracte=
rizado porque para la reduccidn se emplean medios sélidos
conteniendo carbono.

82,~ Procedimiento semin reivindicacidén 7, caracte-
rizado porque los agentes reductores conteniendo carbono se
emplean en forma granulada con un tamafio de grano inferior
a 3 mm.

99.~ Procedimiento segin reivindicacidn 6, caracte-
rizado porque el calentamiento se realiza medimte caldeo por
resistencia. .

102.~ Procedimiento segin reivindicacidén 9, caracte-
rizado porque al agente de reduccidn se le emplea como elemento
de resistencia.

112,- Procedimiento pare el descascarillado de semi-
productos.

Tal y como se ha descrito en la memoria que antecede,
Y para los fines que se han especificado.

Esta memoria consta de ocko hojas, escritas por una

sole Ge sus caras.
Madrid : i
SRS o NOY. 1959
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